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１． 研究目的 

Ba3Nb5O15は正方晶系で，𝑎𝑏面内では Nb-O-Nb

の鎖がジグザグに，𝑐軸方向には直線的につながる構

造をもつ。Ba3Nb5O15単結晶の電気抵抗率は金属的

で，𝑐軸の方が１桁程度その値が小さいことが報告され

ている[1]。Ba3Nb5O15のBaサイトの一部にSrをドープ

したBa3−xSrxNb5O15については多結晶で電気抵抗が

測定されており，x ≥ 2で絶縁体になることが知られて

いる[2]。本研究ではBa3−xSrxNb5O15(x = 0， 1.5， 2)

の単結晶を作成し，金属から絶縁体へと変わる機構を

解明するとともに，異方性も含めたより詳細な物性を明

らかにすることを目的とした。 

２． 実験方法 

 BaCO3，SrCO3，Nb2O5 を化学量論比で混合し

，Ar + H2(7%)還元雰囲気下で焼結させ，多結晶

Ba3−xSrxNb5O15(x = 0， 1.5， 2)を得た。その多結晶

を用いて Floating Zone法により単結晶を作成した。得

られた単結晶は背面ラウエ法で軸方位を決定した後，

電気抵抗率，磁化率，ゼーベック係数，光学反射率，

ホール係数，磁気抵抗率の測定を行った。 

３． 実験結果・考察 

 図 1 にBa3−xSrxNb5O15の𝑎軸， 𝑐軸の電気抵抗率の

温度依存性を示した。x = 0では金属で，x = 1.5で半

導体，x = 2では最低温で発散し絶縁体になることが

分かった。また，x = 0では𝑐軸の電気抵抗率がが a 軸

に比べて 1 桁小さかったのに対し，x = 1.5， 2ではそ

のような異方性が見られなくなった。 

 図 2 はBa3−xSrxNb5O15の光学反射率に対して

Kramers-Kronig 変換を行って得られた光学伝導度ス

ペクトルである。Sr ドープ量xを増やすにつれて，0～

1.5eV付近の Spectral Weightが小さくなっていることが

分かる。これは電気抵抗率の結果とも一致している。こ

のようなスペクトル変化は、x = 2がモット絶縁体ではな

く，バンド絶縁体であることを示唆している。また，光学

伝導度を0eVまで外挿した値は，およそ直流電気伝導

度と一致した。 

 図 3 はBa3Nb5O15の磁気抵抗の結果である。8T で

1%程度電気抵抗率が上昇していることが分かる。キャリ

アが 1 種類の場合は電気抵抗率は磁場に依存しない

ため，母物質は電子とホールの 2 種類のキャリアが存

在する semimetal であることが示唆される。 

          
図１. Ba3−xSrxNb5O15の電気抵抗率の温度依存性 

（左：𝑎軸方向，右：𝑐軸方向） 

 

      
図 2. Ba3−xSrxNb5O15のｃ軸方向の室温の光学伝導

度(○は室温での直流電気伝導度) 

 

 
  図 3. Ba3Nb5O15の磁気抵抗の磁場依存性(30K) 
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